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Laskimen kaytto sallittu.

1.  Selosta seuraavia kisitteitd, tarvittaessa piirroksen avulla:
a) Noise margins
b) Pseudostatic latch
¢) Complementary pass-transistor logic

2. a) Halutaan suunnitella invertteri CMOS-teknologialle, jossa transistorien minimimitat ovat
L: 1.2 pm, W: 1.8 pm. Mitoita invertterin transistorit niin, ettd kynnysjannite Vy; (jossa Vi, = V)
asettuu arvoon 2.5 V , kun kiyttojinnite on 5 V. Kdytd seuraavia transistoriparametreji:
NMOS: Vyp = 0.74 V, k' = 19.6 x 100 A/VZ, A =0.06 V'!
PMOS: Vip = 074 V, k' =54 x 100 A/V2, A =0.19 V!

b) Oletetaan, ettd CMOS-invertterin ulostulossa on kuormana toisen samanlaisen invertterin sisdén-
meno. Miti kapasitansseja on huomioitava dynaamista toimintaa analysoitaessa, ja mistd kapasi-
tanssit aiheutuvat?

3. Laske dynaaminen tehonkulutus kahden sisdfinmenon staattisessa AND-portissa, kun kdytt6jannite
on 5 V ja ulostulon kapasitanssi on 1 pF. Muita kapasitansseja ei tarvitse huomioida. Sisddnmenot

ovat toisistaan riippumattomia, 50 MHz taajuudella kellotettuja ja ovat ylhdalla todennakoisyydelld
0.25.

4. Piirrd tyypillinen OR-portin rakenne ECL-teknologiassa ja selitd eri komponenttien merkitys.
Miten médridytyvit ulostulon jannitetasot?

5. Kerro piirroksen avulla, minkéalainen piiri on C*MOS-rekisteri. Selitd myds, miten CZMOS-rekis-
- tereitd voidaan kiyttid liukuhihnoitetussa (pipelined) rakenteessa ja liittyyko téhén rakenteellisia
rajoituksia. Millaista kellotusperiaatetta voidaan kdyttda?



